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Los semiconductores 1lI-V y sus aleaciones isoelectrénicas, formadas por elementos de las columnas Il y V de la Tabla periédica, son la base de
una diversidad de dispositivos opto-electrénicos entre los que se incluyen los laseres de inyeccion, los diodos emisores de luz, y las celdas
solares y foto-detectores. Estos dispositivos estan tipicamente formados por un apilamiento de peliculas semiconductoras con diferentes
composiciones quimicas, crecidas por técnicas tales como epitaxia por haces moleculares (MBE, por sus siglas en inglés), o depdsito a partir de
una fase gaseosa empleando compuestos 6rgano- metélicos (MOCVD, igualmente por sus siglas en inglés). Segun su funcion, cada dispositivo
requiere de una sucesion de capas semiconductoras con brechas energéticas y discontinuidades de bandas definidas (hetero-estructuras
semiconductoras). La fabricacion de un dispositivo dado requiere de un crecimiento cuidadoso de las diferentes capas semiconductoras que lo
forman, atendiendo tanto al control de sus espesores como a la calidad de sus interfaces; en particular, es preciso controlar el crecimiento de
interfaces abruptas. Para llevar esto a cabo de la mejor manera es necesario el desarrollo de sondas que permitan seguir in situ y en tiempo real
el crecimiento de los semiconductores. Entre las técnicas épticas empleadas para el seguimiento del crecimiento epitaxial, la espectroscopia de
reflectancia diferencial (ERD) también conocida como espectroscopia de reflectancia anisotrépica (ERA) constituye un ejemplo notable. La ERD
mide la diferencia en reflectividad entre dos polarizaciones lineales mutuamente ortogonales y es aplicable a semiconductores cubicos,
particularmente pero no de manera exclusiva a semiconductores con simetria de zincblenda. Recientemente nuestro grupo de investigacién en la
UASLP desarrolld un espectrometro rapido para la medicion de espectros de reflectancia diferencial, con una resolucién espectral
suficientemente grande y un tiempo de adquisicion de espectros suficientemente corto, para permitir su uso como una sonda para el seguimiento
en tiempo real del proceso de crecimiento epitaxial de semiconductores. A partir de un analisis de la evoluciéon temporal de los espectros al abrir y
cerrar el obturador de Ga para iniciar o interrumpir el crecimiento, se demostr6 que el espectro de reflectancia diferencial esta formado de
diferentes componentes, cada uno con origen fisico especifico y determina su evolucién en el tiempo como funcién del grosor de la pelicula
epitaxial. Se concluye que el ERD es una herramienta Util para el monitoreo y control del crecimiento epitaxial.
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